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(57) Rezumat:
1

Inventia se referd la tehnologia de
obtinere a semiconductoarelor, §i poate fi
utilizatd pentru  fabricarea dispozitivelor
optoelectronice.

Procedeul de obtinere a straturilor
epitaxiale subtiri de TiO; include degresarea
unui substrat de sticld in toluen, uscarea lui in
vapori de alcool izopropilic si plasarea acestuia
intr-un reactor de depunere chimici din faza de
vapori, care se purjeazd cu argon timp de 20
min cu viteza fluxului de 100 cm?/min, apoi se

2
méreste temperatura substratului pand la
400°C. Procedeul mai include producerea
vaporilor de izopropoxid de titan prin
barbotare la temperatura de 90°C. Depunerea
straturilor epitaxiale de TiO, se realizeazd prin
debitarea separatd in reactor a vaporilor de
izopropoxid de titan, transportati cu un flux de
argon cu viteza de 40 cm®/min, si unui flux de
oxigen cu viteza de 40 cm?*min, timp de 30
min.
Revendiciri: 1



(54) Method for producing epitaxial TiO: thin layers

(57) Abstract:
1

The invention relates to the
semiconductor manufacturing technology, and
can be used for manufacturing optoelectronic
devices.

The method for producing epitaxial
Ti0- thin layers comprises degreasing a glass
substrate in toluene, drying it in isopropyl
alcohol vapors and placing it in a chemical
vapor deposition reactor, which is purged with
argon for 20 min at a flow rate of 100 ¢cm?®/min,
after which the temperature of the substrate is

2
increased up to 400°C. The method also
includes the formation of titanium
isopropoxide vapors by bubbling at a
temperature of 90°C. The deposition of
epitaxial TiO, layers is carried out by
separately feeding into the reactor titanium
isopropoxide vapors, carried by an argon flow
at a speed of 40 cm®/min, and an oxygen flow
at a speed of 40 cm*/min, for 30 min.
Claims: 1

(54) Cnioco0 mory4eHHs1 TOHKHX INMUTAKCHAJBHBIX ¢J10eB Ti02

(57) Pedepar:
1

Hso0perenue OTHOCHTCS K
TEXHOJOTHH TOJIYUCHUS MMONYIPOBOTHAKOB, U
MOJKeT OBITHL HUCIOJIL30BAHO UIST H3TOTOBICHU
ONTO3IEKTPOHHEIX MIPUOOPOB.

Crocob TIOJIy UEHHSI TOHKHUX
SIUTAKCHAILHEIX  ciioeB  T10,  BKIIOYaer
00e3KUpPUBAHNE CTCKISTHHOM TIOMMOKKH B
TONYOJIe, e CYINKY B HapaxX M30MPOIHIOBOTO
CIupTa W TOMEIeHHe 53TOM B peakTop
XUMHWYIECKOTO OCaXICHUS M3 MapoBOU a3kl
KOTOPHIM TIPOJyBalOT aproHoM B TedeHume 20
MHH IIPE CKOpocTH moToka 100 cm>/Mum,

2

[oce  9Wero  IOBBINAIOT  TEMIEPaTypy
nojroxku o 400°C. Crnocob elme BKIIOYAET
0o0pazoBaHne IMapoB HM30IPOIOKCHAa THUTAHA
OapOorupoBanueM IIpu Temueparype 90°C.
OcaxneHne SIOUTAKCHAILHEIX ciloeB 110>
OCYTIECTRISIOT IIYTEM pPa3JelbHOM Iojadn B
peakTop IapoB  M3OIPOIOKCHIAa THTaHa,
IIEPEHOCHMBIE TTIOTOKOM aproHa IpH CKOPOCTH
40 cM¥MHH, H IIOTOKAa KHCJIOpOJa IIPH
cxopoctd 40 cM’/Mun, B Tedenne 30 MHH.

IT. dpopmymer: 1
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Descriere:

Inventia se referd la tehnologia de obtinere a semiconductoarelor, si poate fi utilizata pentru
fabricarea dispozitivelor optoelectronice.

Este cunoscut un procedeu de preparare a straturilor TiO; prin metoda MOCVD
(Metalorganic chemical vapour deposition) pentru diferite temperaturi a tetraizopropoxidului de titan.
In acest caz straturile au fost crescute la temperaturi de 60°C, 65°C si 75°C cu temperatura
substratului de 400°C. Straturile au fost crescute pe substraturi de sticld, preventiv spilate cu acetond,
etanol si apd deionizatd, la presiunea n reactor de 8,2-10% Torr, fird utilizarea barbotarii
tetraizopropoxidului de titan [1].

Neajunsul acestui procedeu constd In faptul ca straturile de TiO, au o perfectiune cristalind
joasd.

Cea mai apropiata solutie tehnicd de obtinere a straturilor de TiO; prin metoda MOCVD este
procedeul de depunere a straturilor de TiO» la temperatura izopropoxidului de titan 90°C. Straturile
subtiri de TiO, au fost depuse pe substraturi de sticld. Izopropoxidul de titan a fost menfinut in
barbotor, incilzit pand la 90°C si transportat in reactor cu ajutorul oxigenului pur. Straturile au fost
depuse la temperatura substraturilor de 400°C, la presiunea in reactor de 0,5 Torr pentru un debit a
oxigenului de 7 cm®/min [2].

Neajunsul acestui procedeu constd in faptul ca nu este posibil de schimbat raportul dintre
presiunea vaporilor izopropoxidului de titan si fluxului de oxigen, ceea ce nu permite schimbarea
raportului dintre fluxul de izopropoxid de titan si fluxul de oxigen.

Problema pe care o soluioneazd prezenta inventie constd In separarea vaporilor de
izopropoxid de titan si fluxului de oxigen, fapt care ar conduce la reglarea raportului dintre fluxul de
izopropoxid de titan si fluxul de oxigen, precum $i In majorarea rezistentei stratului epitaxial.

Procedeul de obtinere a straturilor epitaxiale subtiri de TiO,, conform inventiei, inlaturd
dezavantajele mentionate mai sus prin aceea cd include degresarea unui substrat de sticla in toluen,
uscarea lui in vapori de alcool izopropilic si plasarea acestuia Intr-un reactor de depunere chimici din
faza de vapori, care se purjeazi cu argon timp de 20 min cu viteza fluxului de 100 cm*/min, apoi se
mireste temperatura substratului pand la 400°C. Procedeul de asemenea include producerea vaporilor
de izopropoxid de titan prin barbotare la temperatura de 90°C. Depunerea straturilor epitaxiale de TiO
se realizeaza prin debitarea separatd in reactor a vaporilor de izopropoxid de titan, transportati cu un
flux de argon cu viteza de 40 cm®/min, si unui flux de oxigen cu viteza de 40 cm*min, timp de 30
min.

Rezultatul tehnic al inventiei constd in asigurarea posibilitatii reglarii raportului dintre fluxul
de izopropoxid de titan si fluxul de oxigen, care 1i confera stratului epitaxial de TiO» rezistentd sporita.

Rezultatul tehnic obtinut se datoreazd faptului cd fluxul de izopropoxid de titan si fluxul de
oxigen sunt introduse in reactor separat.

Exemplul de realizare a procedeului

Procedeul de obtinere a straturilor epitaxiale subtiri a TiO, constd in degresarea substratului
de sticld in toluen, uscarea in vapori de alcool izopropilic si plasarea acestuia 1n reactorul de depunere
chimica din faza de vapori. Reactorul se purjeazd cu argon timp de 20 min cu viteza fluxului de 100
cm?/min, apoi se mireste temperatura substratului pani la 400°C. Intr-un barbotor se produc vapori de
izopropoxid de titan la temperatura de 90°C. Depunerea straturilor epitaxiale de TiO; se realizeazi
prin debitarea separatd In reactor a vaporilor de izopropoxid de titan, transportati cu fluxul de argon, si
fluxului de oxigen. Fluxul de oxigen este debitat In reactor printr-un canal separat. Se efectucaza
depunerea stratului de TiO» la un flux de 40 cm?/min de argon $i 40 em*/min de oxigen. Durata de
depunere este de 30 min.

Procedeul descris 1i confera stratului epitaxial de TiO; rezistentd sporita.
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(56) Referinte bibliografice citate in descriere:

1. Sang Hum Nam, Sang Jin Cho, Jin Hyo Boo. Growth behavior of titanium dioxide thin films at
different precursor temperatures, Nanoscale Research Letters, 2012, nr. 7, art. nr. 89

2. M. 1. B. Bernardi, E. J. H. Lee, P. N. Lisboa-Filho, E. R. Leite, E. Longo, J. A. Varela. TiO; thin
film growth using the MOCVD method, Materials Research, 2001, nr. 4(3), p. 1-5

(§7) Revendicari:

Procedeu de obtinere a straturilor epitaxiale subtiri de TiO,, care include degresarea unui
substrat de sticld in toluen, uscarea lui in vapori de alcool izopropilic si plasarea acestuia Intr-un
reactor de depunere chimicad din faza de vapori, care se purjeazd cu argon timp de 20 min cu viteza
fluxului de 100 cm®min, apoi se mireste temperatura substratului pand la 400°C, precum i
producerea vaporilor de izopropoxid de titan prin barbotare la temperatura de 90°C, totodatd
depunerea straturilor epitaxiale de TiO; se realizeaza prin debitarea separatd in reactor a vaporilor de
izopropoxid de titan, transportati cu un flux de argon cu viteza de 40 cm?®/min, si unui flux de oxigen
cu viteza de 40 cm®/min, timp de 30 min.

Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala
str. Andrei Doga, nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chisinau, Republica Moldova
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